
わが国の半導体業界ほ久しくランれ テレビなど汎用11湖で拡人

堪詞を続lすてきたが,最近アメリカ同業メーカーと次のような分野

で技術的に競合するようになったっ

すなわち,(1)ゲルマニウムトランジスタに対抗してアメリカに

ぉいて汎用シリコントランジスタが開発され,対米素川l体車如Hが

将来次掛こ影響を受けることが予想され,また,テレビ川UHFシ

リコントランジスタがアメリカよりいちはやく輸入され,l‾i利ノっのセ

ットメーカーで広く使用される気避にある｡次は(2)超′ト形技術の

いわゆる MicroIntegrated Circuitと呼ばれる新回路素J′-が丘壬近

′ユ速に発展し実用化併究が進められていることである｡
日立においても以上の動向に対し,開発研究に重点をおいたっ こ

才Lらシリコン素子の技術に共通なものとしていわゆるプレーナに関

する特許など,海外メーカーの技術は柱日しなければならないっ昨

年の重要な技術成果として,まずPM形(PassivatedMesa)トラン

ジスタの開発製ぷ-化を挙げることができる(′これはいわゆるPlanar

形トランジスタに対し,仁酎帆特性ともに,そん也ないものであるJ

口丁乙中央研究所のSurface Passivationに関する展礎研究を作J;キ

に,独自に製l杭イヒされたものですでに大量生産にほいっており,/㌢

後汎札 通_1二用を含め重要な製Lゝご-である｡次ほシリコンUHFトラ

ンジスタについてもアメリカ製【榊こ劣らぬ原価,特性を荊たすて矧■■■--

化が完了した｡通信⊥業方面でほ円本電信電話公社の交換依川各種

シリコン素子の開発を進めた｡これらほ計算枚用素十とともに信掛

虔(FailureRate)10▼ウ/時間を目標としており,高信椒,長ノf命を

達成するため広範囲にわたって基礎研究が行なわれつつあり,その

成果により,超高速スイッチング用トランジスタ･ダイオードが製

l榊ヒされた｡

なお半導体の新規市場として日動車用電装品のトランジスク化が

計画された｡すでに,点火栓用高逆耐圧シリコンパワートランジス

タおよぴ,これの保護用ツエナーダイオードが開発製占才一化されたっ

また商連耐圧スイッチング素rとして将来有望視されるGCSrgate

COntrOIswitcb)の開発も進駐したっ

将来有望な新素子としてはMOS形FET(FieldEffectTransis-

ter)がある｡従来のトランジスタと動作原理が異なり,むしろ打ノた

管に類似した特性を持っている｡すでに1品種の製ふ■一化を終わり実

用されるにいたった｡将来超小形技術の基本素子として丁=lを集め

ているが,これについてほ｢MOS形FETを構成要素とする超′+､形

集合部品の開発研究+として通産省の研究指定を受け進行小である二.

次に雑音に関する研究開発の結果,新たiこHiFi用‾糾-I川卜種の巻望

】肘ヒむこ成功したことも特記すべきである｡

一方サーミスタの分野では枇界的にも独自な新義一‾j′･として,クリ

テジスタの製舶化をあげることができる｡これほ特定の温度(65～

70℃)で数けたに及ぶ抵抗変化を起すもので,すでに信煩度ふし駈も

終わり特長あるん缶用面が開拓されつつあるっ なおi仁特性サーミス

タ,そのほかl二業用特殊サーミスタについても独白な開発が進めら

jLたっ

】2.】電力用整流素子

〈本項については,3.るを参照〉

12.2 制御整流素子

〈本項については,3.dを参照〉

第1阿 GCS,HS809

12.3 GCS(Gq†e Con什01led Swi†くh)

シリコンスイッチング素/一として,PNPN形GCS,HS809を開

発したっGCSほ構造l仙こはSCRと矩似であるが,比較11勺′+､さいゲ

ート1電流で閉動作も行なう機白巨が加わった素-f･である｡HS809ほ四

ト.-づすべてが拡散接††からなっており,JETECTO-3ケースiこ山人さ

れている(ブレークオー/ミ電n三500Vで3Aまで動作し,スイッチ

ングタイムは2/′S,以‾jこ偶時の宗一‾r▲l勺での電圧降下2.0V以‾‾rTの特

･l(トおもら,TV水ヤ仙i仙川としてJr‾]いられるっl'‾】動中ノ∴く火作J】一途な

どノニワースイッテンダの一般川途にも使用できるっ

12.4 通信工業用トランジスタ

過信_】二美川トランジスタにおいてはシリコントランジスタ4作,

ゲルー7ニウムトランジスク1件が新しく朋党プ己おされ,シりコン化

のすう幼が税jっれているっ シリコン高速度スイッチングトランシス

タ2SC321,シリコンPM形過信_1‾二業川トランジスタ2SC281,

シリコンPM形高逆耐圧川トランジスタ 2SC317,シリコン高J月

i妓高出力トランジスタ 2SC314･､5,およぴゲルマニウム高速度ス

イソナン列l=､ランジスタ2SA450をここに絹介する｡

12.4.1シリコン高速度スイッチングトランジスタ2SC321

2SC321ほシリコンエビタキシヤルプレーナ形トランジスタで,

特に高速艇スイッチング川に開発されたっ このトランジスタほ遮断

欄披数400Mclリ､_L,電荷苗矧時間が30/JS以下とすく''れた高速度

スイッチング年制生を有していて,アメリカにおける標準スイッチン

グトランジスタ 2N914に†咋赦する性能であるので,高速度コンピ

ュータの論矧･jl終に月]いられるほか,交換棟など各種通信_卜業用の
高速スイッチング1･1H終に偵川することができる｡またコンピュータ

第1㌔壬 PM形トランジスタ最大定格表

最大定格(Tα=25℃)
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項 Il

二さレクケべ-一人間破壊′屯イド

‥JレクダニLミ ック開披壊電｢!エ

コレクタコエミック間破壊電旺
ご レ ク メ 遮 断 電 流

エミ
ックベース間破壊`芯1†三

【l†流`Ⅰ-E 流 増 幅 ヰミ

小†ニ'ぢ一 電 統 増 幅 ヰミ

′トれ丁リー 電 流 増 幅 ネ

コ し フ グ 出 ノ+容 F-;エ

ペ
ーー

1 払 r)机 抗

べ 一 人 批 り 択 抗

二しクタ･‾∴三
ッメ開鹿川1′老忙

低 欄 北 郷 打 指 数

J 勺

刑
m
州
別

バ

帥
帥
附
加
肌
如
れ
れ
"
〟
小
机
仙

測 定 粂 什

ん一=10′･とA,∫ど=0

レム･ノブ=1V,ん･=10′･A,〟βノブ=0

ムー=5mA,々月〟=∞

ド(＼β=20V,′〝=0

ん･=10/jA,ムY=O

V(▼た･=6V,た-=10mA

Vぐ/1･=6V,′=lkc,ん=0.1mA

V(Ⅵ=6V,′=20Mc,九･=10mA

yr･〟=6V,′=1Mc,ん=0

V=▼=6V,ノ=150Mc,J〝=-1mA

Vr〟=6V,′=150Mc,′〟=-10mA

J〟=10mA,んノ▼=50mA

n･上1二6V,′=1kc,月〝=500n

1ん･=一0･3mA･〆=100c/s

に使f-Hされるので柑′こ高信掛皇の確保に努ノ+した紡果,連続動作,

高温放粍,高縦高湿放揮の3種の姓判子≠命試験においで郵政率がい

ずれも1×10‾6/(時間)以卜という従火iこない驚異的な値に到達で

き,これを実動状態に換許すれば10■サ～‾てソ(時間)iこも至るん'1汽む

確休できたのである｡この仁言働i性向_r二には日本電信電話公祉電太地

信研究所の指導によるところが大きいっ

12.4.2 通工用P仙形トランジスタ2SC28トノ284

過信_し莱用トランジスタとしてPMJ惇シリコントランジスタ2S

C281～284を阻発した｡これは,メサ形トランジスタの表面を,--･

種のシリコン酸化膜で綻い,表痢公定化をはかったもので,プレー

ナトランジスタのもつ長所を有すると剛与に,高い逆耐仕が餌場に

得られるなどメサ形トランジスタの長所も†‖ノている｡また,沈臥

拡散ほメサ形トランジスタとほぼ同一でよいので,工科£簡主ttで量

産性に一,一三寸む｡

PM形トランジスメの特性ヒおもな特長ほ卜.言亡のとおりである:

(1)コレク_タ逆方向電流が小さい｡

(2)代電流における電流増幅率が人きい｡

(3)コレクタ逆耐拝が大きい〔

(4)高信輸である｡

これらは,用途により次のように分解されている〔.

2SC281,281⑧:帳レベル′j＼信ンプ･増幅,ll′主流増幅川

2SC282⑪:･1‾一連度スイッチング川

2SC283,283⑪:送信増幅,27Mcl†J比/ミンドハンディトーキ

ー送信出力および発振用

2SC284⑪:高耐什スイッチング川,.汁数表ホ管駆動卜】_一路川

二のように広い-･舟釘付なJ‾H途をも/)PM形トランジスクは,その

特長を-1一分にf卜かし,それぞれの川途にすでに実用化され,女付i-リさ

な得,増産中である｡特性を弟2表にホすT.

12.4.3 通工用高逆耐圧P仙形シリコントランジスタ2SC317

さきi･こ説明したPM形トランジスタの-･シリーズとして,三和泣こ

散形2SC317を開発した〔プレーナトランジスクでほ,懐化膜IF一事二

下の不純物の沈積,ベース濃度の高い舟耐l;分にべースコレクタ拉

合がのびていること,ペースコレクタ接介のIIHヰくによる電流の鰍tt

などが原l人lで,高い逆耐肝がえiこくいが,PM形トランジスタでは,

形状がメサ形のたが)このクこ∴-､くほなく,学事跡･こ高逆耐虻を得ることが

できる｡2SC317では,これらPM形トランジスタの長所を十分に

生かしたもので,BVcB():typ250V,BVLE():typ120V の高い

コレクタ道耐群が得らjtている｡

12.4.4 シリコン高周波高出力トランジスタ2SC314～5

2SC314～5ほシリコン3弔拡散プレーナ形トランジスタで,70

Mc′さけでの電ノJ｢H力川にIjij充された〔このトランジスクの70Mcに

おける汁りブ電力ほ2SC314でほ4W以1二,2SC315でほ7.5Wリ､

2SC281,2SC281⑪
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.卜と従来の他品種の水準に比べてはるかに高く,70Mc帯での無線
機の送信出力段に用いられるほか,VHF帯での各種高出力用途に応

用することができる｡このすぐれた高周波高出力特性を実現させる

ために,平子_f度平坦度がよく傷のない片面研摩技術,正確な不純物

分仰を与えるような拡散技術,大面積電極における信板虔を確保す

るi･椚争なフォトレジスト技術,能率のよい放熱のための材料やソル

ダリングの技術など多くの新技術を開発して適用してある｡

12.4.5 ゲルマニウム高速度スイッチング用トランジスタ

2SÅ450

2SA450ほダルマニウムエビタキシヤルメサ形トラソジスクで,

才知こ高速度スイッチング用に開発された｡このトランジスタは遮断

周波数が400Mc以上,スイッチング時間がt｡｡50′∠S以‾F,t｡ff85

/∠S以下とすぐれた高速度スイッチソグ特性を有していて,アメリ

カにこね亡1-る標準トランジスタである2N960シリーズに匹敵する性

能であるので,高速度コンピュータの論理回路に用いることができ

るほか,各種棟器の高速スイッチング回路に使用できる｡またコン

ピュータに使用されるため,特に高倍額度の確保に努力した結果,

連続動作,高温放置,高温高湿放置の3種の強制寿命試験において

事故率がいずれも1×10‾6/(時間)以下,実動換算10‾8～10▼9/(時間)

という従火にない驚異的な値に到達させることができている｡

12.5 汎用トランジスタ

12.5.1シリコンレジンモルドトランジスタHSd37

汎川用途として開発さゴtたこのトランジスタほ,シリコンレジン

モールド形であり,その使用材料の低廉さと相まって,量産に適し

た.言貨計となっている∩

ゲルてニウムトランジスタと比べて,コレク_タ遮断電流は小さく,

詳解コレクタ接合温度を高くとることができる｡

電流増幅率は高く,かつ低雑音特性を有し高周波利得もすぐれて

いる｡

｢lJ仁で開発した耐湿性の良い特殊レジンを使用しており,娯楽糊

途には十分なる安定度を持っている｡比較的高温での動作安定性を

要するl'l勅車用ラジオのRFアンプ,コンパーニタ,IFアンプ用とし

て好適である｡なお使用条件iこよ十)ては計算機またほ通信工業用途

にも応用可能である｡

12.5.2 シリコンUHF発振用トランジスタ2SC313

2SC313はシリコンエビタキシヤルプレーナ形トランジスタで,

叶如こUHF帯での電力発振用に開発された｡このトランジスタは遮

断榊披数が1,000Mc以上,900Mcでの発振電力が10mW以上と

いうすく､､れたU11F帯での桝力称性を有していて,特に輸出におい

て屯要であるUHF帯テレビジョン受像棟のチューナの発振段に使

用することができるほか,UHF帯での各種用途に応用できる｡この
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第3表 2SB443,444の電気的特性

盲て､＼､-＼-一撃＼J項 目＼＼‾＼､-一二∵J
測 定 条 件l2SB44312SB444

コレクタ遮断電流 わ月0

電 流増 幅 率 ん′e

遮 断 周 波 数 ムゎ

雑 音 指 数+Ⅴダ

雑 音 指 数+Ⅴダ

Vc月=一12V,Jβ=O

l勺β=一6V,Jg=1mA

′=1kc/s

γc月=-6V,′β=1mA

l七月=-6V,J〝=1InA

′=1kc,4/=6cノs,βp=500∫l

γcg=-6V,7月=1mA

仁30c/s･〝=6c/s･月p=500r王】

7/ノA以下

70-300

3Mctyp

4dB以下

15dB以下

7/∠A以下

70-300

3Mctyp

4dB以下

13dB以下

(
慧
)
h
Z

＼'し･E=一飢'

Ⅰ上+=1mA

△f=6?く

Rg=50眼

30 50 100 500 1,000 3,000

f(%)

第2図 2SB444の雑音指数の周波数依存特性

すぐれた高周波特性を実現させるために,材料的にはェピタキシヤ

ルウエハを用いて高周波出力特性を改善し,きわめて微細な構造の

プレーナ電極を作るフォトレジスト感光技術や精密拡散技術を開発

し,さらにUHF帯での発振持続維持のための寄生素子や共振条件

などを検討し,超高周波パラメークの精密測定技術を応用するなど,

総合力を結集して作りあげた品種である｡

12,5.3 低雑音トランジスタ2SB443,2SB444

2SB443,2SB444はPNP合金接合形トランジスタで,低周波領

域(1/f賓匪音領域)の雑音指数がきわめて小さいことが特長である｡

また電流増幅率が高く,遮断周波数も高く設計されているのでこの

トラソジスタを使ううえで有利である｡おもな電気的特性を弟3表

および弟2図に示す｡これらの特長を生かして2SB443は補聴器,

プリアンプ,テープレコーダ初段,2SB444は高級HiFiアンプ,

高級テープレコーダその他の音響機器で特に低雑音特性を必要とす

る初段用として最適である｡

12.5.4 ゲルマニウムVHF増幅用トランジスタ2SA43る～8

2SA436～8はゲルマニウムメサ形トランジスタで,特にVHF帯

での小信号発振,混合,増幅用に開発された｡このトランジスタは

100Mcにおける伝達利得Voが約1V,150Mcにおけるベース入

力インピーダンスが90n以下とすぐれた高周波特性を有していて,

VHF帯テレビジョン受像枚のチューナの増【p乱 混合および発振段

に使用することができるほか,VHF帯での各種用途に応用できる｡

このトラソジスタの外形ほJEl)ECに定められたTO18形に突戻似の

コールドシール形で,従来の他品種と同等の品質を有しながら外形

寸法は小さく,VHF荷各種回路では小形部品が要求されることに応

じて,特に開発された新技術を利用して作りあげたものである｡

12.5.5 ゲルマニウムUHF増幅トランジスタHS530

HS530はゲルマニウムエビタキシヤルメサ形トランジスタで,特

にUHF帯での小信号増幅用に開発された｡このトランジスタは800

Mcにおける電力利得が10dB以上,800Mcにおける雑音指数が

9dB以下とすぐれたUHF帯での増幅特性をもっていて,UHF帯

テレビジョソ受像機のチューナの増幅段に使用することができるほ

か,UHF帯での各種用途に応用できる｡このすぐれた高周波特性を

実現させるために,材料的にはェピタキシヤルウエノ､を用いて電流

依存性を改善し,きわめて微小な面積と間隔の電極を作る蒸着技術

と拡散技術を開発し,さらに従来この種のトランジスタで常に問題

となったステム構造についても新メッキ方式によるコールドシール

第4表 HS719の最大定格
＼

項 目
品種別

‾＼

12形用

16～19形用F単位
コ レクタベース問電圧 †七β0

コレクタエミック間電圧 咋EO
エ ミ ッ タベース 電圧 †rg月0

コ レ ク タ 電 流Jb

コ レ ク タ 損 失 *fセ

コ
レクタ接合部温度 Tブ

Ⅴ
Ⅴ
V

A

W

℃

注* 7七=25℃における値

第3図 大形TV水平偏向用トラ

ンジスタ HS719

形ステムを適用している｡

12.3.る 広画面TV水平偏向用ゲルマニウムパワートランジスタ

HS719

大形TV水平偏向用トランジスタHS719は,コレクタ接合を拡

散によって作っているので逆耐圧が高く,スイッチング時間が小さ

く,しかも破壊に対して強いという特長をもっている｡HS719を

用いると12～19形TVを一石で水平偏向することができる｡最大

定格を弟4表に示す｡

12.る ダイオード,サーミスタ

最近,電子計算機,電子交換機の大形化に伴い,一棟種に大量の半

導体が使用される傾向にあり,ラジオ,テレビなどの汎用とは別に,

通信工業用素了▲に高信蹟度の要求が強くなってきている｡1S560,

1S1219はともに電子計算機用として開発されたものであり,高速

度スイッチング特性とともに,独自の製造方法を採用し,敢密な信頼

度管理のもとで製造されたダイオードである｡クリテジスタは,当

社独自の感熱紙抗体で,その性質は,火災報知器の感知素子として

通信機用素子,演算素子として注目されている｡正特性サーミスタ

は,量産性に富む材料が開発されたと同時に,高信煩化に成功した｡

サーーミスタは,従来水素中では安定度が悪く,使用できないとされ

ていたが,水系中で十分使月]できる工業用サーミスタが開発され,

新しい用途が閃けてきた｡

12.る.1高速度コンピュータ用Geゴールドボンドダイオード

(】S5dO⑧)

1S560⑪はゲルマニウム･ゴールドポンド形の高信板,高速スイ

ッチングダイオードである｡仕様は,順電圧(ん=5mA)0.55V以下,

逆冠流(Ⅴ尺=-2V)3.5/∠A以下,(1ん=一15V)50′JA,道回復時

間(trr)200n叩S以下,逆電圧-15Vである｡1S560⑪は,上述の

特性のほかに,高信板度の面に特に敢密な管理を行ない,独特の表

面処理と,品質管理のなされた部品材料を使用しており,強制寿命

試験における信板度はFailure Rateで10‾7h‾1に達し,実動状態

では10‾9～10‾10h‾1以下が期待できる｡

上記のように特性の揃った,倍額度の高い1S560⑧ほ大形高速

度計算機の論理回路用素子として大量に使用される｡

12.る.2 高速度コンピュータ用Siエビタキシャルプレーナダイ

オード(1S1219)

1S1219は電子交換機,大形電子計算機用として開発されたもの

で,ライフタイムキラーとして厳掛こ拡散制御された金属不純物を

含んだ結晶を使用し,標準値1～2mJ∠Sの逆方向回復時間を持つ超高

速スイッチング特性を有している｡さらに順方向特性はん=＋1mA

から十400mAまで5～7点で制御されており,平均整流電流ち=2(泊

mA,サージ電流～′=1A(1s)のすぐれた特性を有する｡外形はDO-

-100-

ケ..1

らl

t
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第4図 各種感温半導性体(左より温度感知用クリテジスタ,直熱形クリテジスタ

(負性抵抗素子〕,正特惟サーミスタ,ガスクロストグラフ用サーミスタ)

7形のガラス封止構造であるがHeavySlugを用いた放熱構造を持

ち,最大許容損失は,Siの高温特性から500mWを有している｡ま

た,大形計算機用途として特に高い寿命が要求される1S1219はプ

レーナ構造を採用し,接合部保護酸化膜を形成させたことにより,

FailureRatelO‾8h‾1以下が期待できる｡上記用途のほか通信機器

への多様な用途が期待される｡

12.る.3 クリテジスタ

クリテジスタはバナジウム系酸化物を主体とした感温半導体で舞

5図に示すように,特定の温度(65～70℃)で急激に電気抵抗が‾F

がり,その変化ほ25けた以上に達する｡この特性を利用して温度警

報装置や精度の高い温度調節ができ,そのうちで最も代表的なもの

は火災報知器で,従来のバイメタル式に比べて画期的なものである｡

可動部分がないので信煩性が高く,小形,安価である｡クリテジス

タの電流一電圧特性の傾斜,すなわちdlnE/dlnJははぼ一1に近

く,このような特性を利用して逝数器回路を構成でき,また通信株

などの自動利得調整装置としてすぐれている｡さらに従来の半導体

には見られなかった｡高周波発振現象も注目されている｡

12.る.4 正特性サーミスタ

チタン醸/ミリウムを主成分とする感熱抵抗体で,策5図に示すよ

うに正の抵抗温度特性を持っており,一定の温度(115±5℃)に達す

ると,その温度係数は60プg/degにも達する｡おもに電動機の過熱

保護装置に広く使用されようとしている｡電動枚巻線の間に素子を

第5表 各種感温半導体の特性

品名1電気
CB-46J:25℃ 10～30kn

l

CB-56J.25℃ 30～100k亡1

リ

テ

CB-66J

】cB-76H

ジ,

三巨;:二≡
FcN_6B

正
特
性
サ
ー
ミ
ス
タ

サ

】

ミ

ス

タ

25℃100～300kf之

25℃ 300～900k凸

4mA通電時の端子
電圧2V±20プg

4mA通電時の端子
電圧4V±20%

4mA通電時の端子
電圧6V±20%

PD-53E125℃
32～105n

PD-63E:25℃ 105～315r〉

E37一DP 25℃ 315～1,050rl

PD-83E;25℃1,050～3,150王i

VB-1

VB-2

VB-3

VB-4

20℃ 35±5k血

25℃ 8±2k王1

25℃ 25±7k∫l

的 特 性

抵抗急変温度68±1℃

急変航抗変化2.5以上

仲良率(三=一望王≡子)
一0.75以‾F

構 造lおもな用途

ピード形

金属/ミルプ
封入形

ピード形
7mA 通電時の抵抗

840n±3%
800n±3%

2個を1対に整合2ケ
間の抵抗差は25℃で
200∫l以下±2%

2個を1対に整風2個

問の抵抗差は25℃で
200n 以下±2%

温度検知-･般
用

温度検知一般
用

温度検知一般
用

温度検知一般
用

通信機用負性
抵抗素子

通信機用負性
抵抗素子

届熟階級
嵐速計英空計
;換出器

計

卜器

卜器

空

て出

マ出

宵”

ロ検

P検

計器

ク
7

ク
フ

連
出
[

スラ

スラ

凰
検
ガ
ダ

ガグ

挿入し,温度を直接検知

でき,温度係数が大きい

ので動作は確実に行なわ

れ,しかも回路が単純化

されるなどの利点をもっ

ている｡

12.る.5 工業用サーミスタ
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第5図 各種感温度抵抗体の

温度特性

欧米ではキャリアガスに水素を使用したガスクロマトグラフにほ

サーミスタほ使用できないとされていたが,水素中における安定度

が飛躍的に向上したた捌こ,タングステンや白金フィラメソトより

感度,応答速度がすぐれているヤ･-ミスタがプロセスガスクロマト

グラフの熱伝導度検出器に使用できるようになった｡

12.7 複合半導体素子

2個のトランジスタを組み合わせ直流増幅器で高性能特性を実現

するためのPM形シリコンTWINトランジスタ2SC280⑧が完成

した｡

12.7.1シリコンTW】Nトランジスタ2SC280⑪

2SC280⑪は低雑音,高電流増幅率をもつPM形シリコントラン

ジスタを熱伝導のよい材料で包み互いに温度条件を均一にするよう

にモールドしたTWIN形トランジスタである｡

おもな特性は葬る表に示すごとくであるが,特に低コレクタ電流

レベルでの/如を大きくしl㌔E,ゐ∫gの値をそろえてあるので数

100kn.まで高信号源インピーダンスの直流増幅用として最も適し

ている｡また直流差動増幅器に用いた場.合,低雑音,低温度係数を

示しまた初期ドリフトクリープがきわめて少ないという特長を有し

ている｡

第6表 2SC280⑪の電気的特性(7七=25℃)

2SC280㊥

二項 口

コ レクタ′く-

ス問電臣_
= レクタニLミ

二こ ミ ツ グ

ス間電EE
コ レク

電流

エミッタ遮断
電流
直流電流増幅
率

直流電流増幅
比

エミ･′夕べ-

ス間電圧差

雑 音 指 数

入力換算雑音
電圧

記 号

βVcβ0

βVcgo

βⅤ且月0

Jぐβ0

Jぉβ0

ゐダg

ゐダガl/ゐダガ2

dl′ガ月

∧rダ

l′〃

測定条件

わ=50/`A
Jg=0

わ=50/JA
β月g=CO

′β=10/JA

わ=0

1七月=20V
才旦三p
Vβ且=5V

ん=_q___
Vcg=6V

九=100/∠A

Vcガ=6V

ゐ100/∠A

lセガ=6V
九=100/JA
l′c且=6V

九=300/上A

′=30c/s
点灯=500n

l′叩=6V

ん=100亡∫A
′=30c/s
尺灯=10∬

最小l標準 L 点大

30r l′】
し_空_!_!_

一l∬80l120

葦葛

_】土しl__竺__芦一⊥

一__▼一し__竺_
l

単 位

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

m/∫A

m/JA

mV

㌃【+ニー】ニーIl鷺
注1二つの如ガのうち低いほうの如月をゐ柑lとして比を計落する0

一101-




